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TIPOS DE MEMORIAS
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Memorias de Acceso Aleatorio
RAM

v'Las memorias de Acceso Aleatorio son conocidas como
memorias RAM de la sigla en inglés Random Access Memory.

v' Se caracterizan por ser memorias de lectura/escritura y
contienen un conjunto de variables de direccidn que permiten
seleccionar cualquier direccion de memoria de forma directa e
independiente de la posicién en la que se encuentre.

v'Estas memorias son volatiles, es decir, que se pierde la
informacion cuando no hay energia y se clasifican en dos
categorias basicas: la RAM estatica y la RAM dinamica.
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Memoria RAM estatica

» Este tipo de memoria conocida como SRAM (Static Random Access
Memory) se compone de celdas conformadas por flip-flops
construidos generalmente con transistores MOSFET, aunque
también existen algunas memorias pequefnas construidas con
transistores bipolares. . -

—————
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La celda se activa mediante un nivel activo a la entrada superior y los datos se
cargan o se leen a través de las lineas laterales.
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Memoria RAM dinamica

+ Este tipo de memoria conocida como DRAM (Dynamic Random
Access Memory), a diferencia de la memoria estatica se compone de
celdas de memoria construidas con condensadores. Las celdas de
memoria son de fabricacién mas sencillas en comparacién a las
celdas a base de transistores, lo cual permite construir memorias de
gran capacidad.
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Memoria RAM dinamica

La operacion de la celda es similar a la de un interruptor, cuando el
estado en la fila se encuentra en alto, el transistor entra en saturaciéon y
el dato presente en el bus interno de la memoria (columna) se almacena
en el condensador, durante una operacion de escritura y se extrae en
una operacion de lectura. El inconveniente que tiene este tipo de
memorias consiste en que hay que recargar la informacion almacenada
en las celdas, por lo cual estas celdas requieren de circuiteria adicional
para cumplir esta funcion. A este funcion especial se llama de refresco
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Memoria Ventajas Desventajas
eLa velocidad de acceso es alta. | sMenor capacidad, debido a que
*Para retener los datos solo cada celda de almacenamiento
SRAM necesita estar energizada. requiere mas transistores.
*Son mas faciles de diseiar. eMayor costo por bit.
eMayor consumo de Potencia.
eMayor densidad y capacidad. eLa velocidad de acceso es baja.
eMenor costo por bit. *Necesita recarga de la
DRAM *Menor consumo de potencia. informacion. almacenada para
retenerla (refresco).
eDiseiio complejo.
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Microprocesadores
> El parametro basico de una memoria es su capacidad, la cual

corresponde al total de unidades que puede almacenar.

»En la actualidad se consiguen memorias

en tamanos del orden de

megabytes.

v El tiempo de acceso es otro
parametro importante en las
memorias.

Este corresponde al tiempo
que tarda la memoria en
acceder a la informacion
almacenada en una
direccion.

Generalmente este tiempo
se designan como tacc en
las fichas técnicas de estos
dispositivos.

Memoria Tiempo de
Acceso
Nucleo de Ferrita 0.3-1.0us
Cinta Magnética 5ms- 1s
Disco Magnético 10ms - 50 ms
CD ROM 200 ms - 400 ms

Memorias Integradas MOS 2ns - 300 ns

Memorias Integradas
Bipolares

0.5ns - 30 ns
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Un chip de memoria de Lecto/Escritura tipico de 1k (RAM)

LINEAS DE
DIRECCIONES

CS RD WR

A C‘D é <L _* Una memoria requiere

0 | lineas de direccidn para
Al 5 | identificar un registro de
A2 8 | memoria, una sefial de
A3 S | chip select (CS) para
ﬁg 8 top4xg | habilitar el chipy

o |  senales de control para

AB 5 leer de o para escribir
A7 o) en los registros de la
A8 3 memoria

>

LINEAS DE DATOS
DE E/S
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En la figura se observa la estructura basica de una memoria de 1K
de 4 bits, en la cual se indican sus partes basicas.
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Configuracion de terminales y simbolo logico de la memoria estatica R/W

CMOS 6116
PINS DEL CHIP
A7 1 24 Vce
A6 2 23 A8
A10 — A5 3 22 A9
A4d 21 WE
Bus de A35 20 OE
direcciones A26 CMOS 19 A10
A17 6116 18 CE
A08 17 DQ7
Ao — DQo 9 16 DQs6
DQ1 10 15 DQ5
DQ2 11 14 DQ4
Datos Vss 12 13 DQ3
E/S
—_— Nombre de los terminales
CS |WE OE BUS DE DATOS
1 N x| TRI-STATE A0-A10 Er)tradgs de VCC | Potencia(+5)
Direcciones
1] 1| 1 |TRI-STATE CE ChipEnable | WE | Write Enable
0 | 0 | 1 |ENTRADA VSS Ground OE | Output Enable
0 | 1 | O [SALIDA DQO-DQ7 | Data In/Data Out
Carlos Canto Q.
Microprocesadores
N VCF Caracteristicas Técnicas
Al2 w Referencia
A7 EZ MCM6264C
AB AB Tipo
AS O AS SRAM
A4 <t A1l Capacidad (bits)
o 8192 X 8
A3 o G
A2 O A10 Tipo de salida
Al = El’ Sy
Ao U 07 Tiempos de Acceso
— 12/15/20/25/35 ns
Qo DQb Encapsulado
Dol DQ5 DIL-28
Doz DQ4
vss O DQ3
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Memorias de Solo Lectura

* Las memorias de solo lectura son conocidas como memorias ROM (del
inglés Read Only Memory). Se caracterizan por ser memorias de lectura y
contienen celdas de memoria no volatiles, es decir que la informacién
almacenada se conserva sin necesidad de energia. Este tipo de memoria
se emplea para almacenar informacion de forma permanente o informacion
gue no cambie con mucha frecuencia.

MEMORIA DE
SOLOLECTURA |
ROM (NO VOLATIL) |

v \ 4

P
MEMORIAS MEMORIAS |
PERMANENTES |

*EPROM
‘EEPROM |
FLASH |

om |
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Memoria ROM de Mascara

Este tipo de ROM se caracteriza porque la informacién contenida en su interior
se almacena durante su fabricacion y no se puede alterar.

El proceso de fabricacibn es muy caro, pero se hacen econdémicas con la
produccion de grandes cantidades.

La programacion se realiza mediante el disefio de un negativo fotografico
llamado mascara donde se especifican las conexiones internas de la memoria.
Son ideales para almacenar microprogramas, sistemas operativos, tablas de
conversion y caracteres.
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celda de memoria de una M-ROM , con tecnologias TTL y MOS.
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Memoria PROM

ROM programable del inglés Programmable Read Only Memory.

Este tipo de memoria a diferencia de la ROM no se programa durante el proceso de
fabricacion, sino que la efectia el usuario y se puede realizar una sola vez, después de la
cual no se puede borrar o volver a almacenar otra informacién.

Para almacenar la informacién se emplean dos técnicas: por destruccion de fusible o por
destruccion de unién. Comunmente la informacion se programa o quema en las diferentes
celdas de memoria aplicando la direccion en el bus de direcciones, los datos en los buffers
de entrada de datos y un pulso de 10 a 30V, en una terminal dedicada para fundir los
fusibles correspondientes. Cuando se aplica este pulso a un fusible de la celda, se
almacena un 0 légico, de lo contrario se almacena un 1 logico (estado por defecto),
quedando de esta forma la informacién almacenada de forma permanente.

+Vee
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Fila L".» TTL
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Microprocesadores

Memoria EPROM

Del inglés Erasable Read Only Memory.

Este tipo de memoria es similar a la PROM con la diferencia que la
informacion se puede borrar y volver a grabar varias veces. La
programacion se efectua aplicando a un pin especial de la memoria una
tension entre 10 y 25 Voltios durante aproximadamente 50 ms, segun el
dispositivo, al mismo tiempo se direcciona la posicion de memoria y se pone
la informacién a las entradas de datos. Este proceso puede tardar varios
minutos dependiendo de la capacidad de memoria.

La memoria EPROM se compone de un arreglo de transistores MOSFET de
Canal N de compuerta aislada. Vi

¥
P!

Compuerta anslade Cobuwrnma
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Borado de las memorias EPROM

La memoria puede ser borrada exponiendo el chip a una luz ultravioleta a través de su ventana de
cuarzo transparente por aproximadamente de 10 a 20 minutos, esta ventana le permite a los rayos
ultravioleta llegar hasta el material fotoconductivo presente en las compuertas aisladas y de esta
forma lograr que la carga se disipe a través de este material apagando el transistor, y hacer que
todas las celdas de memoria quedan en 1 légico.

Una vez programada, la ventana de cuarzo se debe cubrir con un adhesivo para evitar la entrada de
luz ambiente que pueda borrar la informacion, debido a su componente de luz ultravioleta y el chip
puede ser reprogramado de nuevo. Las desventajas de la EPROM son:

*Se debe de sacara del circuito para poderlas borrar

*Se debe borrar todo el chip

*El proceso de borrado se toma entre 15 y 30 minutos (este tiempo depende del tipo de

A=2537 nm (Ultravioleta)

Lampara de Luz
Ultravioleta del tipo |
germicida J
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Microprocesadores
A7 O } vCC
a6 O SR A Caracteristicas Técnicas
g S Referencia
AS 2200 A9 27C16B
Ad 217 vpp Tipo
A3 A 2000 oF EPROM CMOS
& Capacidad (bits)
A2 o 28 ALO 2048 X 8
Al {_} 18] CE'/P Tipo de salida
A0 ~ D7 (5V) (Vp=12.75V)
00 ol D6 Tiempos de Acceso
150/250 ns
D1 D5 Encapsulado
02 D4 DIL-24
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Configuracion de terminales y simbolo légico de la memoria EPROM 2764

O vep 1 Vee
CE OE A12 W2 PGM
A1z A7 EI3 NC
As M4 A8
Lineas de PINS DEL CHIP A5 5 A9
direcciones A+ [H6 A1
A3 E7 OE
Ao | A2 E8 A10
A1 B9 CE
Lineas A0 @
Qo Qs
de datos Qi Qs
o 1. X pued VIH o VIL
Seleccion de Modo 2 V,_ﬁ’ﬁ? 2?:?5 ° Q2 Q4
' - GND Q3
MWl CE OE  PeM A9 SALIDAS _
20 (22 (27 (24) (11-13, Nombre de los terminales
15-19)
MODE A0-A12 | DIRECCIONES
Read VIL | VIL | Vi | X |vCC | Vee | Dout CE Chip Enable
Outputdisable | VIL | VIH | ViH | X |[VvCC | Vce | Highz
P g OE Output Enable
standby VH | X | X X | vce | vee | Highz -
Program vii [vie | wvie | x [vep | vee | Din Q0-Q7_| Salidas
Verify viL | viL | v | X |vPp | vce | Dour PGM | Programar
Programinhibit | VIH | X | X | X |VPP | vcc | Highz N.C. No Conectada
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almacenada en ellas.

Memoria EEPROM

La memoria EEPROM es programable y borrable eléctricamente
del inglés Electrical Erasable Programmable Read Only Memory.

Actualmente estas memorias se construyen con transistores de
tecnologia MOS (Metal Oxide Silice) y MNOS (Metal Nitride-Oxide
Silicon).
Las celdas de memoria en las EEPROM son similares a las celdas
EPROM y la diferencia basica se encuentra en la capa aislante
alrededor de cada compuesta flotante, la cual es mas delgada y no
es fotosensible.

La programacion de estas memorias es similar a la programacion
de la EPROM, la cual se realiza por aplicacion de una tension de
21 Voltios a la compuerta aislada MOSFET de cada transistor,
dejando de esta forma una carga eléctrica, que es suficiente para
encender los transistores y almacenar la informacion.

El borrado de la memoria se efectua aplicando tensiones
negativas sobre las compuertas para liberar la carga eléctrica
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Ventajas de la EEPROM con respecto a las
EPROM

Las palabras almacenadas en memoria se pueden
borrar de forma individual.

Para borra la informacion no se requiere luz ultravioleta.
Las memorias EEPROM no requieren programador.
Para reescribir no se necesita hacer un borrado previo.

Se pueden reescribir aproximadamente unas 1000
veces sin que se observen problemas para almacenar la
informacion.

El tiempo de almacenamiento de la informacion es
similar al de las EPROM, es decir aproximadamente 10
anos.
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Memoria EEPROM 28C64A

Caracteristicas Técnicas Al2
Referencia A7
28C64A AG
Tipo AS
EEPROM CMOS

Capacidad (bits) Ad
8192 X 8 A3
Tipo de salida A2
sV Al
Tiempos de Acceso AD
120/150/200 ns

Encapsulado Do

DIL-28 y PLCC-32 01
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Memoria FLASH

« La memoria FLASH es similar a la EEPROM, es decir que se puede
programar y borrar eléctricamente. Se caracteriza por tener alta
capacidad para almacenar informacién y es de fabricacién sencilla, lo
que permite fabricar modelos de capacidad equivalente a las EPROM a
menor costo que las EEPROM.

+ Las celdas de memoria se encuentran constituidas por un transistor
MOS de puerta apilada, el cual se forma con una puerta de control y
una puerta aislada.

« La compuerta aislada almacena carga eléctrica cuando se aplica una
tension lo suficientemente alta en la puerta de control. De la misma
manera que la memoria EPROM, cuando hay carga eléctrica en la
compuerta aislada, se almacena un 0, de lo contrario se almacena un 1.
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Las operaciones basicas de una memoria Flash son la programacién, la lectura y borrado.

+ La programacion se efectla con la aplicacién de una tension (generaimente de 12V 0 12.75 V) a cada una de las compuertas
de control, correspondiente a las celdas en las que se desean almacenar 0’s. Para almacenar 1°s no es necesario aplicar
tension a las compuertas debido a que el estado por defecto de las celdas de memoria es 1.

+La lectura se efectia aplicando una tension positiva a la compuerta de control de la celda de memoria, en cuyo caso el estado
l6gico almacenado se deduce con base en el cambio de estado del transistor:

Sihay un 1 almacenado, la tensién aplicada sera lo suficiente para encender el transistor y hacer circular corriente del drenador
hacia la fuente.

Si hay un 0 almacenado, la tension aplicada no encendera el transistor debido a que la carga eléctrica almacenada en la
compuerta aislada.

Para determinar si el dato almacenado en la celda es un 1 6 un 0, se detecta la corriente circulando por el transistor en el
momento que se aplica la tensién en la compuerta de control.

*El borrado consiste en la liberacion de las cargas eléctricas aimacenadas en las compuertas aisladas de los transistores. Este
proceso consiste en'{4"5pIita¢i6H d.' ina tension lo suficientemente negativa que desplaza las cargas.

Drenador

compuerta de control

% cle
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Proceso de descarga de una celda de memoria FLASH
Celda de memoria de una FLASH 9
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Memoria FLASH 27F256

Caracteristicas Técnicas
Referencia

28F256

Tipo

FLASH EEPROM
Capacidad (bits)

32768 X 8

Tipo de salida

(8V) (Vp=12.5V)

Tiempos de Acceso

90/100/120/150 ns
Encapsulado
DIL-28
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Microprocesadores

TABLA COMPARATIVA ENTRE MEMORIAS

Tipo Categoria Borrado | Alterable | Volatil | Aplicacion tipica
por byte
SRAM Lecturalescritura | Electrico S Si Cache
DRAM Lecturalescritura | Eléctrico Si Si \emoria principal
ROM S0lo lectura Imposible No No Equipos (volumen de
produccion grande)
PROM Solo lectura Imposible No No Equipos (volumen de
produccion pequeno)
EPROM  [Principalmenis lectura | Luz UV Mo No Prototipos
EEPROM |Principalmente lectura | Eléctrico Si No Protofipos
Flash Lecturalescritura | Eléctrico No No Camara digital
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